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Abstract of DE1 951 8303 

An optical lens/detector arrangement has a monolithic detector layer on the radiation inlet side of a 
substrate and a monolithic radiation deflection device on the opposite side. The radiation entering the 
substrate through the radiation inlet side is reflected on the radiation deflection device in such a way that 
the reflected radiation impinges on the detector layer and is detected there. The radiation deflection 
device can also have a light deflecting and/or diffracting effect as well as its reflective action so that the 
impinging radiation is collected and focussed on a certain region of the detector layer. 
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© Optische Linsen-/Detektoranordnung 

© Eine optische Linsen-/Detektoranordnung weist auf der 
Strahlungseintrittsseite eines Substrats eine monolithisch 
ausgebitdete Detektorschicht und auf der gegenuberliegen- 
den Seite eine monolithisch ausgebildete Strahlungs-Ab- 
lenkeinrichtung auf. Die durch die Strahlungseintrittsseite In 
das Substrat eintretende Strahlung wird an der Strahlungs- 
Ablenkeinrichtung so reflektiert, daB die reflektierte Strah- 
lung auf die Detektorschicht trifft und dort erfaSt wird. Die 
Strahlungs-Ablenkeinrichtung kann neben einer reflektieren- 
den Wirkung auch eine Jichtbeugende und/oder -brechende 
Wirkung haben, so daS die auftreffende Strahlung gesam- 
melt und auf einen bestimmten Bereich der Detektorschicht 
fokussiert wird. 
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6 Beschreibung 

iie vorliegende Erfindung betrifft eine optische Lin- 
senVDetektoranordnung mit zugeordneter StrahJungs- 
eintrittsseite, mit einer Strahlungs-Detektorschicht die 
auf einem strahlungsdurchlassigen Substrat monoli- 
thfcch ausgebildet ist, und mit einer in dem Substrat 
monolithisch integrierten Strahlungs-Ablenkeinrich- 
tung sowie ein Verfahren zur Hersteliung einer Strah- 
lungs-Ablenkeinrichtung auf einem strahlungsdurchlas- 
sigen Substrat rait monolithisch ausgebildeter Strah- 
luri^s-Detektorschicht und mit zugeordneter Strah- 
lungseintrittsseite. 

Eine solche Linsen-/Detektoranordnung und ein sol- 
ches Verfahren ist aus PCT/US90/04388 bekannt und 
weist ein strahlungsdurchlassiges Substrat auf, auf des- 
sen Strahlungseintrittsseite (Ruckseite) eine binare opti- 
sche Linse und auf dessen gegenuberliegender Seite ein 
Photodetektor-Array (Vorderseite) ausgebildet ist Das 
Photodetektor-Array liegt in der Brennebene der bina- 
ren optischen Linse, so daB eine von einem Objekt an 
der Ruckseite einfallende Strahlung durch die binare 
optische Linse auf das Photodetektor-Array fokussiert 
wird. 

Die funktionellen Einheiten der binaren optischen 
Linse sowie auch des Photodetektor-Arrays sind durch 
Materialabtragung oder -aufbringung jeweils auf zwei 
Seiten des Substrats monolithisch ausgebildet. Durch 
den Aufbau des in PCT/US90/04388 beschriebenen 
Standes der Technik liegt die Oberflachenstruktur der 
binaren optischen Linse an der ruckseitigen Oberflache 
des Substrats und das Photodetektor-Array an der vor- 
derseitigen Oberflache des Substrats jeweils frei und 
gegenQber auBeren EinflOssen ungeschutzt 

Das b eiders eitige freiliegende Ausbiiden einer sol- 
chen binaren optischen Linse sowie eines solchen Pho- 
todetektor- Arrays f uhrt auch bei der weiteren Handha- 
bung der Anordnungseinheit leicht zu Beschadigungen, 
wenn die Anordnungseinheit mit Hirer Vorderseite (Sei- 
te des Photodetektor-Arrays) positioniert werden solL 

In Fallen, in denen aus konstruktiven Grunden das 
Photodetektor-Array vorzugsweise so ausgerichtet sein 
sollte, daB die zu detektierende Strahlung an seiner Sei- 
te, der Vorderseite, einfallt, ist die Anordnungseinheit 
des Standes der Technik nicht verwendbar. 

Auch das in der oben genannten PCT/U590/04388 
beschriebene Verfahren zur Hersteliung einer binaren 
optischen Linse auf einem Substrat eines Photodetek- 
tor-Arrays fuhrt zu den bereits ausgefuhrten Nachteil- 
en. 

Die Aufgabe der vortiegenden Erfindung ist daher, 
eine optische Linsen-/Detektoranordnung zu schaffen, 
die weniger anfallig gegeniiber auBeren EinflOssen und 
vielseitig einsetzbar ist 

Die Aufgabe wird gemaB kennzeichnendem Teil von 
Anspruch 1 dadurch geldst, daB die Strahlungs-Detek- 
torschicht auf der Strahlungseintrittsseite ausgebildet 
ist und die Strahlungs-Ablenkeinrichtung eine Refle- 
xionsschicht zum Reflektieren einer eingetretenen 
Strahlung in Richtung der Strahlungs-Detektorschicht 
umfaBt 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist zudem, 
auch ein Verfahren zur Hersteliung einer Strahlungs- 
Ablenkeinrichtung auf einem strahlungsdurchlassigen 
Substrat zu schaffen, mit der eine optische Linsen-/De- 
tektoranordnung gegenuber auBeren EinflOssen weni- 
ger anfallig und vielseitig einsetzbar wird. 

Diese Aufgabe wird gemaB kennzeichnendem Teil 
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von Anspruch 24 dadurch gelost, daB auf efiner der 
Strahlungseintrittsseite entgegengesetzten Sfcite des 
Substrats eine erste Schicht aufgebracht wird, die die 
auftreffende Strahlung in Richtung auf die integrierte 
5 Strahlungs-Detektorschicht reflektiert 

Mit der erfindungsgemaBen Anordnung ist die Strah- 
lungs-Ablenkeinrichtung monolithisch an einer anderen 
Seite des Substrats ausgebildet als der Strahlungsein- 
trittsseite. Statt dessen ist die Vorderseite des Substrats 
to mit der Strahlungs-Detektorschicht erfindungsgemaB 
auch Strahlungseintrittsseite und so zu der Reflexions- 
schicht ausgerichtet, daB eine in das Substrat eingetrete- 
ne Strahlung an der Reflexionsschicht auf die Strah- 
lungs-Detektorschicht reflektierbar ist Eine solche Re- 
15 flexionsrichtung der Strahlung kann entweder durch die 
entsprechende Ausrichtung einer planen Reflexions- 
schicht (Linsenfunktion) oder durch eine linsentypische 
Formgebung der Reflexionsschicht mit lichtbrechender 
oder -beugender Wirkung (Linsenwirkung), zusatzlich 

20 zu der reflektierenden Wirkung, erzielt werden. In bei- 
den Fallen liegt der Wirkungsbereich der Reflexions- 
schicht nicht an der auBeren sondern an der inneren 
Oberflache derselben, so daB auBere Einwirkungen auf 
die auBere Oberflache die Funktionsfahigkeit der Refle- 

25 xionsschicht und damit der Strahlungs-Ablenkeinrich- 
tung nicht negativ beeinflussen kdnnen. Die optische 
LinsenVDetektoranordnung weist somit lediglich eine 
"empfindliche" Oberflache auf und ist daher wesentlich 
robuster zu handhaben. 

30 Eine spezielie Linsenschicht wie beispielsweise die 
binare optische linse des oben angegebenen Standes 
der Technik, mit einer nach auBen freiliegenden Ober- 
flachenstruktur kann entfallen. 

Weitere vorteilhafte Ausfuhrungen der vorliegenden 

35 Erfindung sind in den Unteranspruchen 2 bis 23 sowie 
den Nebenanspriichen 24 bis 28 angef uhrt 

So ist es gemaB Anspruch 2 von Vorteii, wenn die 
Reflexionsschicht eine strahlungsbrechende und/oder 
-beugende Wirkung hat, wie bereits vorstehend als 

40 Moglichkeit erwahnt, da dadurch eine in etwa horizon- 
tale Schlchtfolge der erfindungsgemaBen Anordnung 
moglich ist, was die Hersteliung wesentlich vereinfacht 

Eine zusatzliche Linsenschicht auf der Strahlungsein- 
trittsseite laBt in vorteilhafter Weise zu, die Ausbildung 

*5 der Reflexionsschicht zu variieren. So kann die Refle- 
xionsschicht bedarfsweise entweder mit reiner Refle- 
xionswirkung nach Anspruch 1 plan ausgebildet oder 
nach Anspruch 2 linsentypisch mit strahlungsbrechen- 
der und/oder -beugender Wirkung und dennoch im we- 

50 sentlichen horizontal ausgerichtet sein. Die zweifache 
Linsenwirkung kann fur unterschiedlichste Einsatz- 
zwecke genutzt werden. 

Ein weiterer Vorteii liegt zum Beispiel auch darin, daB 
die optische LinsenADetektoranordnung gemaB An- 

55 spruch 8 dazu verwendet werden kann, die Richtung 
eines Lichtstrahles zu detektieren. Wenn diese optische 
Linsen-/Detektoranordnung daruber hinaus gemaB An- 
spruch 9 weitergebiidet ist, wird ein Photodetektor mit 
vorteilhaft groBer Empfindlichkeit bei niedrigem Dun- 

eo kelstrom und kleiner Kapazitat erhalten. 

Eine optische Linsen-/Detektoranordnung gemaB 
Anspruch 10 hat den Vorteii, daB mit dieser das Bild 
eines Objektes detektierbar ist 

Mit einer Zuordnung "Detektor-Linse" gemaB An- 

« spruch 11 kann die Einsatz- und Leistungsfahigkeit der 
erfindungsgemaBen Anordnung bedarfsweise verandert 
werden. 

So kann mit der Ausfuhmng gemaB Anspruch 12 die 
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Lag? eines Objektes im Raura durch Triangulation er- pn-Halbleiterdiode, einer pin-Halbleiterdiode, einer 

mitteltwerdeaMitderAusfuhrunggemaBAnspruchl3 Schottkydiode, einer MSM-Diode, mehreren der ge- 

erkennen dagegen alle ^etektor-Unse"-Kombinatio- nannten Baueleraente auch in Kombmation oder einem 

nen im wesendichcn dasselbe Bild. Die Abbiidung eines CCD-Array bestehen. 

Objektes kann durch Erzeugen einer unterschiedlichen 5 Auf der der Detektorschicht 12 bzw. der Strahlungs- 

Wellenlangenerapfindlichkeit der verschiedenen ICom- eintrittsseite 14 gegenuberliegenden Seite ist auf dem 

binationen gemaB Anspruch 14, z. B. durch vorgeschal- Substrat 11 eine Strahlungs-Ablenkeinnchtung 15 als 

tete oder aufgebrachte Farbfilter oder durch weilenlan- Reflexionsschicht ausgebildet Die Reflexionsschicht 15 

genabhangige Linsenwirkung, als Farbaulnahrae oder hat neben der reflektierenden Wirkung auch erne strah- 

allgemein im ortsabhangigen Spektrum erfolgen. 10 iungsbrechende und/oder -beugende Wirkung. Eine sol- 

Mit der Ausfuhrung gemaB Anspruch 15 kann die che Linsenwirkung kann z. B. durch Zonenplatten (siehe 

Auflosung des gesamten Systems gegenuber einer ein- Fig- 4) erzeugt werden, die durch Matenalabtragung 

zelnen Kombination vergroBert werden. und/oder -aufbringung hergestellt werden konnen. 

Wenn die Strahlungs-Detektorschicht als Solarzelle Die Strahlungs-Ablenkeinnchtung 15 kann bedarfs- 
und die Strahlungs-Ablenkeinrichtung als eine VielzahJ 15 weise aber auch als Sammellinse, eine Vielzahi von Sam- 
von Sammellinsen ausgebildet ist, gemaB Anspruch 16, metlinsen oder als Hologramm mit einem oder rnehre- 
kann der Wirkungsgrad der erfindungsgemaBen Anord- ren Brennpunkten ausgebildet sein. 
nung vergroBert werden. Die einf ailende Strahlung trif ft In Fig. 2 ist eine schematische Ansicht einer optischen 
nicht gleichmaBig auf die Solarzelle, sondern es werden LinsenVDetektoranordnung 20 gemaB einer zweiten 
nur kleine Bereiche mit sehr hoher Strahlungsintensitat 20 Ausfiihrungsforra der vorliegenden Erfindung darge- 
angeregt. Der Wirkungsgrad von Solarzellen steigt aber stellt. Auf einem Substrat 21 ist eine Detektorschicht 22 
mit zunehmender Strahlungsintensitat, so daB durch die ausgebildet Das Substrat 21 und die Detektorschicht 22 
erfindungsgemaBe BGndelung der Strahlung auf kleine bestehen aus einem Material, wie es bereits im Zusam- 
Bereiche der Wirkungsgrad der gesamten Solarzelle menhang mit der ersten Ausfuhrungsform fur die ent- 
vergroBert wird " sprechenden Bauteile 11 und 12 beschrieben wurde. Ei- 
Die erfindungsgemaBe Anordnung kann zudem auch ne Strahlung 23 tritt auf einer Strahlungseintrittsseite 
in vorteilhafter Weise zur optischen Bildverarbeitung 24, auf der die Detektorschicht 22 ausgebildet ist, in das 
eingesetzt werden, wenn die Strahlungs-Ablenkeinrich- Substrat 21 ein und wird an einer Strahlungs- Ablenkein- 
tung gemaB Anspruch 17 als Hologramm ausgebildet rich tung 25.1 reflektiert und gesammelt Die Strahlungs- 
i st 30 Ablenkeinrichtung 25.1 hat auch in dieser Ausfuhrungs- 
Ein Ausfuhrung gemaB Anspruch 18, in der das Holo- form also nicht nur reflektierende, sondern auch licht- 
gramm als Linse mit mehreren Brennpunkten ausgebil- beugende und/oder -brechende Wirkung. 
det ist, ermoglicht auch den Einsatz der erfindungsge- Im Unterschied zu der in Fig. I dargestellten ersten 
maBen Anordnung zur synchronen Takterzeugung in Ausfuhrungsform umfaBt die Strahlungs-Ablenkein- 
komplexen Halbleiterschaltungen. richtung 25.1 zusatzlich eine Linsenschicht 25.2 auf der 
Ausfuhrungsformen der vorliegenden Erfindung wer- Strahlungseintrittsseite 24. In der dargestellten Ausfuh- 
den im folgenden anhand der Zeichnungen naher be- rungsform ist die Detektorschicht 22 zwischen der Lin- 
schrieben. Eszeigen: senschicht 25.2 und der Reflexionsschicht 25.1 mit Lin- 
Fig. 1 eine schematische Ansicht einer optischen Lin- senwirkung angeordnet Die zweifache Ablenkung der 
sen-/Detektoranordnung gemaB vorliegender Erfin- 40 einfalienden Strahlung 23 verbessert die Sarameleigen- 
dung in einer ersten Ausfuhrungsform; schaften der optischen Linsen-/Detektoranordnung 20. 

Fig. 2 eine schematische Ansicht einer optischen Lin- In Fig. 3 ist eine schematische Ansicht einer optischen 
sen-/Detektoranordnung gemaB vorliegender Erfin- LinsenVDetektoranordnung 30 gemaB einer dritten 
dung in einer zweiten Ausfuhrungsform; Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung darge- 
Fig. 3 eine schematische Ansicht einer optischen Lin- 45 stellt Ein Substrat 31 und eine Detektorschicht 32 sind 
sen-/Detektoranordnung gemaB vorliegender Erfin- entsprechend der ersten und zweiten Ausfuhrungsform 
dung in einer dritten Ausfuhrungsform; hergestellt und bestehen jeweils aus den bereits im Zu- 
Fig.4 eine schematische Draufsicht auf eine als Zo- sammenhang mit der ersten Ausfuhrungsform fur die 
nenplatte ausgebildete Linsenschicht entsprechenden Bauteile 11 und 12 beschriebenen Ma- 
in Fig. 1 ist eine schematische Ansicht einer optischen terialien. Auch die Zuordnung der Detektorschicht 32 
Linsen-ZDetektoranordnung 10 gemaB vorliegender Er- zu einer einfalienden Strahlung 33, das heiBt, einer 
findung in einer ersten Ausfuhrungsform angeordnet Strahlungseintrittsseite 34, entspricht der Zuordnung in 
Ein Substrat 11 ist aus einem fur die Welleniange der zu der ersten und zweiten AusfuhrungsforaL Wie in der 
detektierenden Strahlung transparenten Material aus- zweiten Ausfuhrungsform ist auf einer Seite eine Refle- 
gebildet Ein solches Material ist z. B. Glas, Quarz, Sa- 55 xionsschicht 35. 1 und auf der gegenuberliegenden 
phir, KAinststoff mit ausreichender Transparenz bei der Strahlungseintrittsseite 34 eine Linsenschicht 35.2 aus- 
Wellenlange des zu detektierenden Lichtes, ein Halblei- gebildet Die dritte Ausfuhmngsforra unterscheidet sich 
ter rait hoher Bandlucke, Si, InP oder GaAs. Auf dem gegenuber den ersten beiden Ausfuhrungsformen durch 
Substrat 11 ist eine Detektorschicht 12 monolithisch eine plane Ausbildung der Reflexionsschicht 35.1, das 
ausgebildet Die Detektorschicht 12 kann aus einem ein- 60 heiBt, ohne lichtbrechende und/oder -beugende AVir- 
zelnen Strahlungsdetektor, aus mehreren Strahlungsde- kung. 

tektoren, aus einem Detektorarray oder aus mehreren In Fig. 4 ist eine schematische Ansicht einer Linsen- 

Detektorarrays bestehen oder aber bedarfsweise auch ausfuhrung als Zonenplatte 40 dargestellt Die als Zo- 

als Solarzelle ausgefuhrt sein. Das mit der Detektor- nenplatte 40 monolithisch integrierte Linse soli eine 

schicht 12 versehene Substrat 11 ist gegenuber einen 65 Auflo sung haben, die nach folgender Gleichung berech- 

einf allenden Strahlung 13 so ausgerichtet, daB die De- net wu-d: 
tektorschicht 12 auf der Strahlungseintrittsseite 14 liegt 
Die Detektorschicht 12 kann bedarfsweise aus einer 
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In dieser Gleichung ist X die Wellenlange des verwen- 
deten Lichts, n der Brechungsindex des Substrats, h die 
Supstratdicke, die gleichzeitig die Brennweite der Linse 
ist^und d der Durchmesser der Linse. Mit den typischen 
Wferten von X = 1,55 Jim, n = 3, h = 0,3 mm und d = K> 
0,L f mm ergibt sich die Aufldsung von a = 2 pm. Dies ist 
eijije physikalische Auflosungsgrenze, die unabhangig 
von der Realisierung einer Linse besteht Darait die Zo- 
netiplatte 40 dieses Auflosungsvermogen erreicht, muB 
die Linsenflache von 0,1 mm Durchmesser mit 17 kon- 15 
zentrischen Ringen belegt werden, wobei jeder zweite 
Ring aus einer strahiungsabsorbierenden, einer strah- 
lungsreflektierenden oder einer, die Phase der Strah- 
Iung um n drehenden Schicht besteht Diese Eigenschaf- 
ten konnen mit mctallischen bzw. diclektrischen Schich- 20 
ten, der Dicken weniger als 0,25 p.m betragen, realisiert 
werden. Die Breiten der Ringe nehmen mit wachsendem 
Durchmesser monoton ab. Die kleinste Ringbreite ist 
bei der Referenzlinse 1,5 pm, das heiBt, solche Zonen- 
platten 40 sind mit der optischen Lithographie herstell- 25 
bar. 

Patentanspruche 

1. Optische Linsen-/Detektoranordnung mit zuge- 30 
ordneter Strahlungseintrittsseite, mit einer Strah- 
lungs-Detektorschicht die auf einem strahlungs- 
durchlassigenSubstrat monolithisch ausgebildet ist, 
und mit einer in dem Substrat monolithisch inte- 
grierten Strahlungs-Ablenkeinrichtung dadurch 35 
gekennzeichnet, daB die Strahlungs-Detektor- 
schicht (12; 22; 32) auf der Strahlungseintrittsseite 
(14; 24; 34) ausgebildet ist und die Strahlungs-Ab- 
lenkeinrichtung (15; 25-1, 25.2; 35.1, 35.2) eine Re- 
flexionsschicht (15; 25.1; 35.1) zum Reflektieren ei- *© 
ner eingetretenen Strahlung in Richtung der Strah- 
lungs-Detektorschicht (12; 22; 32) umfaBt 

2. Optische Linsen-/Detektoranordnung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet daB die Refle- 
xionsschicht (15; 25.1) eine strahlungsbrechende +5 
und/oder -beugende Wirkung hat 

3. Optische Linsen-/Detektoranordnung nach An- 
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Strahlungs-Ablenkemrichtung (15; 25.1, 25.2; 35.1, 
35.2) eine Linsenschicht (25.2; 35.2) umfaBt, die auf 50 
der Strahlungseintrittsseite (24; 34) ausgebildet ist 

4. Optische Linsen-/Detektoranordnung nach An- 
spruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Strahlungs-Detektorschicht (22; 32) zwischen der 
Linsenschicht (25.2; 35.2) und der Reflexionsschicht 55 
(25.1; 35.1) ausgebildet ist 

5. Optische Linsen-/Detektoranordnung nach An- 
spruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Linsenschicht (25.2; 35.2) mit der Strahlungs-De- 
tektorschicht (22; 32) auf einer Schichtebene ausge- 60 
bildet ist 

6. Optische Linsen-/Detektoranordnung nach An- 
spruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Linsenschicht (25.2; 35.2) zwischen der Strahlungs- 
Detektorschicht (22; 32) und der Reflexionsschicht 65 
(25.1 ; 35.1) ausgebildet ist 

7. Optische Linsen-ZDetektoranordnung nach ei- 
nem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeich- 
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net daB die Strahlungs-Detektorschicht (12*22; 32) 
in der Brennebene der Strahlungs-Ablenkeinrich- 
tung (15; 25.1, 25.2;35.1, 35.2) ausgebildet ist 

8. Optische Linsen-/Detektoranordnung nach ei- 
nem der vorstehenden Anspriiche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Strahlungs-Ablenkeinrich- 
tung (15; 25.1, 25.2; 35.1, 35.2) die Wirkung einer 
Sammellinse hat und die Strahlungs-Detektor- 
schicht (12; 22; 32) als ein einzelner Photodetektor 
ausgebildet ist 

9. Optische Linsen-/Detektoranordnung nach An- 
spruch 8, dadurch gekennzeichnet daB die aktive 
Flache der Strahlungs-Ablenkeinrichtung (15; 25.1, 
25.2; 35.1, 35.2) ein Vielfaches der aktiven Flache 
des Photodetektors (12; 22; 32) ist 

10. Optische Linsen-/Detektoranordnung nach ei- 
nem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Strahlungs-Ablenkeinrichtung (15; 25.1, 
25.2; 35.1, 35.2) die Wirkung einer Sammellinse hat 
und die Strahlungs-Detektorschicht (12; 22; 32) als 
Photo-Detektor- Array ausgebildet ist 

11. Optische Linsen-/Detektoranordnung nach ei- 
nem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Strahlungs-Detektorschicht (12; 22; 32) 
mehrere einzelne Photodetektoren und/oder Pho- 
to-Detektor-Arrays umfaBt, wobei jedem der Pho- 
todetektoren oder Photo-Detektor-Arrays ein Be- 
reich der Strahlungs-Ablenkeinrichtung (15; 25.1, 
25.2; 35.1, 35.2) zugeordnet ist 

12. Optische Linsen-/Detektoranordnung nach An- 
spruch 11, dadurch gekennzeichnet daB der Ab- 
stand der jeweils zugeordnet en Kombinationen zu- 
einander in etwa dem Abstand zwischen Strah- 
lungs-Ablenkeinrichtung (15; 25.1, 25.2; 35.1, 35.2) 
und Objekt entspricht 

13. Optische Linsen-/Detektoranordnung nach An- 
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB der Ab- 
stand der jeweils zugeordneten Kombinationen zu- 
einander kieiner als der Abstand zwischen Strah- 
lungs-Ablenkeinrichtung (15; 25.1, 25.2; 35.1, 35.2) 
und Objekt ist 

14. Optische Linsen-/Detektoranordnung nach An- 
spruch 13, dadurch gekennzeichnet daB die jeweils 
zugeordneten Kombinationen eine unterschiedli- 
che Wellenlangenempfindlichkeit haben. 

15. Optische LinsenVDetektoranordnung nach ei- 
nem der Anspriiche 11 bis 14, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Strahlungs-Detektorschicht (12; 
22; 32) gegenuber der optischen Achse der Strah- 
lungs-Ablenkeinrichtung (15; 25.1, 25.2; 35.1, 35.2) 
in jeder zugeordneten Kombination unterschied- 
lich positioniert ist 

16. Optische LinsenVDetektoranordnung nach ei- 
nem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Strahlungs-Detektorschicht (12; 22; 32) 
als Solarzelle und die Strahlungs-Ablenkeinrich- 
tung (15; 25.1, 25.2; 35.1, 35.2) als eine Vielzahl von 
Sammellinsen ausgebildet ist 

17. Optische Linsen-/Detektoranordnung nach ei- 
nem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Strahlungs-Ablenkeinrichtung (15; 25.1, 
25.2; 35.1 ; 35.2) als Hologramm ausgebildet ist 

18. Optische Linsen-/Detektoranordnung nach An- 
spruch 17, dadurch gekennzeichnet, daB das Holo- 
gramm (15; 25.1, 25.2; 35.1, 35.2) als Linse mit meh- 
reren Brennpunkten ausgebildet ist 

19. Optische Linsen-/Detektoranordnung nach ei- 
nem der vorstehenden Anspruche, dadurch ge- 
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J&ennzeichnet, daB die Strahiungs-Detektorschicht 
(12; 22; 32) a us wenigstens einem Bauelement der 
Gruppe pn-Halbleiterdiode; pin-Halbleiterdiode; 
Schottkydiode; MSM-Diode oder einer Kombina- 
tion dieser Bauelemente oder aus einem CCD 
(charge-coupled device) -Array besteht 

20. Optische LinsenVDetektoranordnung nach ei- 
nem der vorstehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Substrat (11; 21; 31) aus ei- 
nem Material der Gruppe Halbleitennaterial;Glas; 
Quarz; Saphir; lichtdurchlassiger Kunststoff be- 
steht 

21. Optische Linsen-/Detektoranordnung nach ei- 
nem der vorstehenden Anspruche, gekennzeichnet 
durch eine Kombination von Strahiungs-Detektor- 
schicht (12; 22; 32) und Substrat (11; 21; 31) beste- 
hend aus einer Materialkombination aus der Grup- 
pe Haibleiter/Glas; Halbleiter/Quarz; Halbleiter/ 
Saphir; Halbleiter/Kunststoff mit ausreichender 
Transparenz bei der Wellenlange der zu detektie- 
renden Strahlung; Halbleiter mit niedriger Band- 
lucke/Halbleiter mit hoher Bandtucke; Si x - 
Geh_x/Si; Si/Glas; Si/Quarz; Si/Saphir; Gai- x In- 
xAs/InP; Gai -. x In x As/GaAs. 

22. Optische Linsen-/Detektoranordnung nach ei- 
nem der vorstehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Reflexionsschicht (15; 25.1; 
35-1) strakturiert ausgebildet ist und eine Phasen- 
umkehr oder eine Lichtbrechung bewirkt 

23. Optische Linseo/Detektoranordnung nach ei- 
nem der Anspruche 3 bis 22, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Linsenschicht (25.2; 35.2) stnikturiert 
ausgebildet ist und eine Phasenumkehr oder eine 
Lichtbrechung bewirkt 

24. Verfahren zur Herstellung einer Strahlungs-Ab- 
lenkeinrichtung auf einem strahlungsdurchlassigen 
Substrat mit monolithisch ausgebildeter Strah- 
iungs-Detektorschicht und mit zugeordneter Strah- 
lungseintrittsseite, dadurch gekennzeichnet, daB 
auf einer der Strahlungseintrittsseite entgegenge- 
setzten Seite des Substrats eine erste Schicht auf- 
gebracht wird, die die auftreffende Strahlung in 
Richtung auf die integrierte Strahiungs-Detektor- 
schicht reflektiert 

25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB auf einer Strahlungseintrittsseite des 
Substrats eine zweite strukturierte Schicht aufge- 
bracht wird und eine Strahlungsbrechung oder 
-beugung bewirkt 

26. Verfahren nach Anspruch 24 oder 25, dadurch 
gekennzeichnet, daB die erste Schicht stnikturiert 
aufgebracht oder nach der Aufbringung stniktu- 
riert wird und eine Strahlungsbrechung oder -beu- 
gung bewirkt 

27. Verfahren nach Anspruch 25 oder 26, dadurch 
gekennzeichnet, daB die strukturierte zweite 
Schicht als wenigstens eine Sammellinse, Fresnel- 
linse, Zonenplatte oder Hologramm ausgebildet 
wird. 

28. Verfahren nach einem der Anspruche 25 bis 27, 
dadurch gekennzeichnet, daB die strukturierte er- 
ste Schicht wenigstens als eine Sammellinse, Fres- 
nellinse, Zonenplatte oder Hologramm ausgebildet 
wird. 
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